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      2.7  แสดงภาพการเกิดการเลี้ยวเบนอยางงายของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน       24



                                                                                                                                                      (15)

รายการภาพประกอบ (ตอ)

ภาพประกอบ                                                                                                                                 หนา
       2.8  แสดงภาพถายไมโครกราฟกํ าลังขยายสูงของผลึกแกลเลียมไนไตรด (GaN)                   24
       2.9  แสดงความบกพรองแบบขอบแกรนมุมตํ่ า (ก) ขอบเอียงเนื่องจากมีแนวบกพรอง             25
              ขอบมากกวา 1 แนว (ข) ภาพถายกํ าลังขยายสูงของโมลิบดินัม (molybdenum)
       2.10  ภาพถายกํ าลังขยายสูงที่ถายดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน     26
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        3.5  แสดงการปองกันตัวอยางดวยทอโลหะ     44
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        4.3  แสดงภาพถายไมโครกราฟของตัวอยางซิลิกอนที่ตัดดวยเครื่องตัดอัลตราโซนิก     52
              (ก) ตวัอยางทั้งหมด  (ข) ขยายบริเวณดานบน (วางตวัอยางลักษณะเดียวกับภาพ
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(ก) ตวัอยางทั้งหมด  (ข) ขยายบริเวณดานบน (วางตวัอยาง ลักษณะเดียวกับภาพ
ประกอบ 4.1)

        4.5  แสดงแสดงภาพถายไมโครกราฟของตัวอยางซิลิกอนที่กัดดวยสารละลาย     54
               โพแทสเซียมไฮดรอกโซด
        4.6  แสดงภาพถายไมโครกราฟจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผานของ     55
               ผลึกเดี่ยวซิลิกอน (ก ําลังขยาย 2.5×104 เทา)
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ไซมอกซทีอ่บใหความรอนโดยไมมีช้ันปองกันผิวที่ฝงไอออนออกซิเจนปริมาณ
              ก) 3 × 1017  ข) 3.5 × 1017  ค) 4 × 1017  ง) 7 × 1017  ไอออนตอตารางเซนติเมตร
              (กํ าลังขยาย 1.6× 105 เทา)
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              ของไซมอกซ ทีอ่บใหความรอนโดยมีช้ันปองกันผิว ที่ฝงไอออนออกซิเจนปริมาณ
              ก) 3 × 1017  ข) 3.5 × 1017  ค) 4 × 1017  ง) 7 × 1017 ไอออนตอตารางเซนติเมตร
       4.9  แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการฝงไอออนออกซิเจนกับความหนาของ                 58
              ช้ันซิลิกอนและชั้น BOX
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                มีช้ันปองกันผิว   ข) ตัวอยางที่มีช้ันปองกันผิว
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         ออกซิเจน 4×1017 ไอออนตอตารางเซนติเมตร ก)ไมมีช้ันปองกันผิว ข) มีช้ัน
         ปองกันผิว ระนาบ { }110 1(กํ าลังขยาย 4.5×106 เทา)

       4.12  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความจุไฟฟา-แรงดันของ ตัวเก็บประจุ     63
                มอสที่สรางจากไซมอกซ ที่กัดชั้นซิลิกอนออก ทีอุ่ณหภูมิ 30±1o C

(ก) ตวัอยางที่ไมมีช้ันปองกันผิว (ข) ตวัอยางที่มีช้ันปองกันผิว
       4.13  แสดงภาพถายไมโครกราฟตัวอยางไซมอกซ ทีส่รางเปนตัวเก็บประจุมอสของ     65
                 ตัวอยางที่ฝงปริมาณออกซิเจน 3× 1017ไอออนตอตารางเซนติเมตร ที่มีช้ันปอง
                 กันผิว  (ก ําลังขยาย 1.6×105 เทา)
        4.14  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความจุไฟฟาและแรงดันของตัวเก็บประจุมอส     66
                 ตัวเก็บประจุมอสที่สรางจากไซมอกซ ที่กัดชั้นซิลิกอนออก ทีอุ่ณหภูมิ 35±1o C
                 (ก) ตวัอยางที่ไมมีช้ันปองกันผิว (ข) ตวัอยางที่มีช้ันปองกันผิว
        4.15  แสดงกราฟความจุไฟฟา-แรงดนักอนและหลังจากการใชวงจรกรองกระแสรั่ว     67
        4.16  แสดงการหาคาแรงดันแถบราบของตัวอยาง ไซมอกซ 3 × 1017 ไอออนตอ     68
                 ตารางเซนติเมตร  (ก) ไมมีช้ันปองกันผิว   และ (ข) มีช้ันปองกันผิว
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ตัวยอและสัญลักษณ

A     =     พื้นที่ของขั้วโลหะ
 c     =      ความเร็วแสง
C     =      ความจุไฟฟา
sC     =      สัมประสิทธิ์ความคลาดทรงกลม
hkld     =      ระยะหางระหวางระนาบ
dd  , sd      =      ก ําลังแยก
e      =      คาประจุอิเล็กตรอน
E             =      คือระดับพลังงานตางๆ ของวัตถุ
h      =      คาคงที่ของแพรงค
k      =      คาคงที่โบลตแมน
L        =      ความยาวของลํ ากลอง
m        =      มวล
M      =      กํ าลังขยายของเลนส
n              =      ดชันหีักเหของวัตถุ , ลํ าดับการเลี้ยวเบน

     in           =      คอืความเขมขนของอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนํ าบริสุทธิ์
     DN      =      ความเขมขนสารเจือปน

p         =      ความเขมขนของโฮล
Q      =      ประจุไฟฟา
q      =      ประจุอิเล็กตรอน
v             =      ความเร็ว
V      =      แรงดันไฟฟา
T      =       อุณหภูมิ
R      =      ระยะจุดดฟิเฟรกชัน
dW      =      ความหนาชั้นปลอดพาหะ

α      =      คร่ึงมุมกรวย, ขนาดอเพอรเจอ
λ                =      ความยาวคลื่น
θ       =     มุมตกกระทบ
Φ                 =      ฟงกชันงานของวัตถุ



                                                                                                                                                      (15)

          


